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Podeu previsualitzar aquest questionari, pero si fos un intent real no podrieu contestar-lo
perque:

Aquest questionari no esta disponible

Pregunta 1

No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Completa adientment els valors de la taula atenent a les caracteristiques I(V) del dispositiu de la figura, i sabent que les dades de la
taula corresponen a un MOSFET amb V;=1V.
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Pregunta 2

No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Examina atentament els esquemes i identifica el tipus de canal del MOSFET (si és n o bé p), i els modes d'operacié
(saturaci6 - triode).
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Pregunta 3

No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Examina la figura adjunta atentament i selecciona les frases que creguis correctes.

L 1
O
F.
_of
> A
L I
TR
o e
1 © -
Qo g ! ; 1
T3 ' uid GaN buffer ]
0 - "‘L\ Fermi level il
R e o T L R SN ey ity

-20 -10 0 10 20 30 40
Position from 2DEG (nm)

Figure 1. Simulated band diagram at the gate position of a
p-GaN gate Al,,,Ga, ;,N/GaN heterostructure field-effect
transistor for different buffer compositions: unintentionally
doped (uid) GaN buffer in green; Al, ,sGa, 5N buffer in red; and
p-type GaN buffer in blue. The conduction band energy

(E) at the two-dimensional electron gas (2DEG) position is
significantly shifted above the Fermi level for the AlGaN buffer
or p-type GaN buffer structure. Inset: Schematic cross-section
of the heterostructure field-effect transistor. The GaN or AlGaN-
based buffer layers the GaN channel, and the AlGaN barriers
are grown with heteroepitaxy on top of a SiC or Si substrate.
Source (S) and drain (D) are electrically connected by the 2DEG

Adapted from Reference 16.

blue dotted line that is interrupted beneath the p-type gate (G).

Trieu-ne una o més:

(J a. El gas d'electrons quedara confinat a una capa estreta a x=-15nm
[J b. El camp eléctric és nul a tota I'estructura

(J c El gas d'electrons quedara confinat a una capa estreta a x=0

[J d. El dispositiu esta en equilibri

(J e. El voltatge per la porta controlara la continuitat del canal 2DEG
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Pregunta 4
No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Si considerem una capacitat MOS feta amb un semiconductor dopat tipus P, correlaciona els termes de les dues columnes tenint en compte
que ¢s. és el potencial de superficie i ¢ el potencial de Fermi, i denotem la concentracié de portadors al semiconductor, com a ng i ps a
prop de la interficie amb I'0xid i com a ng i p, lluny de I'0xid.

Condicions entre les concentracions de portadors

Ns = Po
Ns = Ps = Nj
Ps > Po
Ns > Nj > Ps

ng < pS < po

Situacié de polaritzacié
Acumulacié i Vg>0
Acumulacié i Vg<0
Esgotament i V>0
Esgotament i V<0

Feble inversid

¢s = 2¢F

¢s = ¢F
Ns = Ps = N { Tria }
Ns < Ps < Po { Tria }
Ns = po { Tria... }
P>po | i }
Ns > Nj > Ps { Tria }
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Pregunta 5
No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

La figura (a) presenta la configuracié d'un dispositiu JFET i la figura (b) ens presenta les seves corbes caracteristiques.
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Examina les figures atentament, i relaciona els diagrames de bandes inferiors, amb els corresponents punts de treball Q; Q, i Q3 a les
corbes.
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Pregunta 6
No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

Tria les afirmacions que et semblin més adients per descriure els avantatges de la configuracié de dispositius basats en
heterojuncions.

Trieu-ne una o més:

(J a. La quantitzaci6 d'estats en un pou de potencial aconseguit amb la juncié de materials de diferent band gap i cert alineament de
bandes implica una disminuci6 de I'eficiencia de emissi6 de llum.

(J b. La definicié de composicions graduals en una certa regid, pot suposar camps eléctrics diferents pels electrons i pels forats.

[J c. El creixement d'aquestes estructures d'heterojuncié pot donar lloc a la formacié de defectes cristal-lins per les diferéncies de
parametres de xarxa.

(J d. Es pot controlar el corrent de forats i d'electrons per separat.

[J e. Es pot dissenyar el confinament espaial dels forats i dels electrons carrega independentment.

Pregunta 7

No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00
EXERCICI (A liurar per escrit)

A partir de les corbes caracteristiques d'aquest dispositiu, determina:

a) El valor del voltatge llindar
b) El valor de la longitud del canal, sabent que I'amplada del dispositiu és de W=250 nm.

8.00x 107* T
Ves=3V
in Z 6.00x 10 //
i E Ves=4V
T
iGgr— +: =
D—’—I( | =2 4.00% 1072 // /
) Lo Une g et ¥
+ bs g / Veg=3V
Ugs @
- 1 /
el % A k57 // L~
: : E 200x10
B / ] Ves=2V
--"'....-'-..-._r--_-_

0
0.0 0.2 04 0.6 0.8
Drain-source voltage (V)

DADES:

Mn = 600 cmz/V-s
€ox=3,5-1011F/m

tox = 20nm

CASELLA 1: Voltatge llindar (V)

Resposta:
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Pregunta 8
No s'ha respost encara

Puntuat sobre 1,00

CASELLA 2: Longitud del canal (en nm)

Resposta:

— Sessio en linia per dubtes de I'enunciat de I'examen (ocult)

Salta a...

LLIURAMENT D'EXERCICIS ESCRITS DE L'EXAMEN PARCIAL dels Temes 7-8 =
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